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Mitsubishi Electric expande linha de GaN-HEMT de banda Ku

A elevada poténcia de saida dos novos modelos ajudara a reduzir o tamanho das estagdes terrestres

de comunicacao via satélite

TOQUIO, 27 de setembro de 2016 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje
que ira aumentar a sua linha de transistores de elevada mobilidade de eletrdes de nitreto de galio

(GaN-HEMT) para incluir unidades com poténcias de saida de 100 W e 70 W para utilizacdo em esta¢des

terrestres de comunicagdo via satélite que utilizem a banda Ku®. O novo modelo de GaN-HEMT de 100 W

oferece uma poténcia de saida que esta entre as mais elevadas atualmente disponiveis, segundo uma

investigacdo da Mitsubishi Electric, & data de 27 de setembro. A Mitsubishi Electric iniciara o envio de

amostras a 1 de outubro.

* Faixa de micro-ondas entre 12-18 GHz
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Esquerda: MGFK50G3745 Direita: MGFK48G3745

A procura de comunicacBes via satélite estd a aumentar, especialmente na banda Ku, o que permite

comunicac@es de alta velocidade mesmo em condicdes adversas, tais como catastrofes naturais e em zonas

em que a construcdo de instalagdes de comunicacdo seja dificil. A implementacdo de equipamentos de
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transmissdo que utilizem GaN-HEMT de maior poténcia tornou-se mais comum nos Ultimos anos,

particularmente em aplicagGes de alta velocidade, como a comunicagao de noticias via satélite.
A Mitsubishi Electric ird aumentar a sua linha de GaN-HEMT de banda Ku para responder a procura
crescente de niveis de poténcia de saida superiores com a introducdo do seu modelo MGFK50G3745, com

uma poténcia de saida de 100 W lider do setor, e 0 modelo MGFK48G3745 com 70 W de poténcia de saida.

Funcionalidades do produto

1) Apoténcia de saida lider do setor contribui para a reducéo do tamanho
- A otimizacdo da estrutura dos transistores, com o modelo MGFK50G3745 a proporcionar uma
poténcia de 100 W, é ideal para estacdes terrestres de comunicacdo via satélite que utilizem a banda
Ku
- GaN-HEMT com menos pecas, contribuindo assim para a reducéo do tamanho dos equipamentos de
transmissdo em estagdes terrestres de comunicagdo via satélite
2) Aumenta a linha de produtos e responde as mais diversas necessidades
- Novos modelos de 100 W e 70 W, que respondem a necessidade de classificacbes de saida de
poténcia mais diversificadas de equipamentos de transmissdo para estacOes terrestres de
comunicacao via satélite
- Os componentes dos transmissores individuais podem ser configurados de forma independente
durante o fabrico, eliminando a necessidade de configuracdo no local e reduzindo os tempos gerais
de desenvolvimento
- Utiliza o amplificador de poténcia MGFG5H1503 existente como andar excitador, maximizando o
seu dispositivo linearizador para ajudar a reduzir a distor¢do nos transmissores de poténcia

Calendario de vendas

Descricéo geral
L Poténcia de ]
Produto Aplicagéo Modelo o ) Ganho Envio
Frequéncia saida )
linear
saturada
Estacdes 50,0 dBm 1 de janeiro
MGFK50G3745 10,0 dB
GaN-HEMT | terrestres de 13,75-14,5 (100 W) de 2017
de banda Ku | comunicacgdo GHz 48,3 dBm 1 de outubro
. . MGFK48G3745 10,0 dB
via satélite (7T0W) de 2016
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Linha de produtos revista e principais especificacées (modelos novos a negrito)

Desempenhos de RF
Produto Modelo Poténcia de saida saturada Ganho linear
[dBm] [W] [dB]
MGFG5H1503™ 43,0 20 20,0
MGFK47G3745 47,0 50 8,0
GaN-HEMT
MGFK48G3745 48,3 70 10,0
de banda Ku
MGFK49G3745 49,0 80 75
MGFK50G3745 50,0 100 10,0

** |inearizador incorporado

Exemplo de uma configuracdo GaN HEMT para um transmissor de poténcia de banda Ku

Poténcia de saida de 70 W Poténcia de saida de 100 W
Sinal \ I\ Saida de | |Sinal Safda de
20 W, oW
de entrada / l/ 70W de entrada 100w
MGFG5H1503  MGFK48G3745 MGFG5H1503 MGFK50G3745
MGFK47G3745

Sinal Saida de
de entrada 140W
MGFG5H1503
MGFKA47G3745  MGFK48G3745
Poténcia de saida de 50 W Poténcia de saida de 80 W
Sinal l\ l\ Saida de Sinal Saida de
20W, 50 W —
de entrada I/ l/ 50 W de entrada 80 W
MGFG5H1503 ~ MGFK47G3745 MGFG5H1503 MGFK49G3745

MGFK47G3745
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Especificacfes principais

Principais caracteristicas Simbolo MGFK50G3745 MGFK48G3745
] Tensé&o da fonte do
Condicdes VDS 24V 24V
dreno
recomendadas
Corrente do dreno IDQ 24A 144 A
Frequéncia 13,75-14,5 GHz (banda Ku)
o . Saida de poténcia
Poténcia de saida saturada . 100 W 0w
ip.

Ganho linear GL tip. 10.0dB 10.0dB

Eficiéncia de energia aumentada EEA 30% 33%

Consciéncia ecolégica

Estes produtos estdo em conformidade com a diretiva 2011/65/UE sobre Restri¢do de utilizagdo de certas
substancias perigosas em equipamento elétrico e eletrénico (RoHS).

Nota: o desenvolvimento destes produtos foi parcialmente apoiado pela New Energy and Industrial Technology Development
Organization (NEDO) do Japdo.

HiH

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com mais de 90 anos de experiéncia no desenvolvimento de produtos fiaveis e de alta qualidade, a
Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) é um lider mundial reconhecido ao nivel do fabrico,
marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrénico utilizado em comunicacBes e processamento de
informacdo, descoberta do espaco e comunicagBes por satélite, eletronica de consumidor, tecnologia
industrial, energia, equipamento de construcdo e de transporte. Integrando o espirito do seu lema
empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser
uma empresa ecoldgica lider a nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou
vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhdes de ienes (38,8 mil milhGes de dolares*), no
ano fiscal terminado a 31 de mar¢o de 2016. Para obter mais informacdes, visite:
www.MitsubishiElectric.com

* A uma taxa de cambio de 113 ienes para o dolar americano, determinada pelo mercado de cambio de
Téquio a 31 de margo de 2016
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